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Dalyko anotacija 

Plonųjų sluoksnių tyrimo metodai pagrįsti rentgeno spindulių difrakcija. Slystančio kampo (angl. 
Grazing incidence) metodas naudojamas plonų (30 – 1500 nm) polikristalinių medžiagų sluoksnių 
rentgeno difrakciniams tyrimams. Lygiagrečių rentgeno spindulių pluoštelis, krentantis į plokščio 

bandinio paviršių mažu kampu ( 0,3 – 0,9), slysta bandinio paviršiumi dideliame plote, todėl spinduliai 

difraguoja žymiai didesniame medžiagos tūryje, negu / ar /2 metodų atveju ir gaunamos 
pakankamai intensyvios rentgeno difrakcijos smailės net ir plonų sluoksnių atveju. Keičiant spindulių 
kritimo kampą galima gauti difrakciją iš skirtingų gylių. Difrakcijos bandinio plokštumoje (angl. In-
plane) metodu galima tirti vos 1-10 nm storio sluoksnius, nes specialios optikos dėka gaunama rentgeno 
spindulių difrakcija nuo tų sluoksnio kristalografinių plokštumų, kurios yra statmenos bandinio paviršiui 

t.y., priešingai nei nuo lygiagrečiųjų plokštumų / ar /2 metoduose. Šiais plonų sluoksnių tyrimo 
metodais gaunama informacija apie plonųjų sluoksnių fazinę sudėtį, kristalitų dydį, kristalitų 
vyraujančiąją orientaciją. 
Rentgeno spindulių atspindžio (angl. X-ray reflectivity) metodu tiriamas plonų ( 3-300 nm) sluoksnių 
ar plonų sluoksnių paketų storis, tankis ir paviršiaus (paviršių) šiurkštumas. Šiuo metodu gali būti tiriami 
ir nekristaliniai plonieji sluoksniai. 
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